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BFR MIN NOM MAX
A 1.050 1.100 1.150
A1 0.625 0.650 0.675
A2 0.010 0.050 0.090
c 0.047 0.127 0.207
2.900 2.950 3.000
0.325 0.350 0.375
E 2.720 2.800 2.880
E1 1.600 1.650 1.700
E2 1.550 1.600 1.650
0.925 0.95 0.975
L 0.300 0.380 0.460

L1 0.599REF

L2 0.250BSC
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	正常放电状态下的电池，VM端电流随着放电电流增大而增大，当VM端子检测电压上升到负载短路检测电流 （
	当保护电路触发放电过电流/负载短路状态后，芯片内部检测VM电压降低到VSS端子电压，可解除放电过电流
	充电过电流状态
	正常充电状态下的电池，VM端电流随着充电电流增大而减小，由VM管脚检测到电流减小到充电过电流检测电流
	当保护电路保持在充电过电流状态时，断开与充电器的连接，则芯片内部检测VM恢复到VSS端子电压，也可解
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